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【背景】AlN/AlGaNヘテロ界面には 2 次元電子ガスを誘起できることから、高電子移動度トラン

ジスタ[1,2]への応用が期待されている。このような素子応用には、格子不整合差に起因する歪の

精密な制御が必要不可欠である。パルススパッタ堆積法（PSD法）を用いると従来の有機金属気

相成長法よりも低温で結晶成長が進行することから、臨界膜厚を大幅に超えた AlGaN薄膜の成長

が可能である。[3]実際、本手法を用いて作製したコヒーレント AlN/Al0.74Ga0.26N ヘテロ構造がト

ランジスタとして動作することを報告してきた。[4]本研究では PSD法を用いて Ga 組成の異なる

AlN/AlGaN ヘテロ構造の作製に取り組み、構造特性や電気特性の AlGaN チャネル層組成依存性

について検討を行った。 

【実験方法】PSD 法を用いて Ga 組成 0～33%までの AlN/Al1-xGaxN/AlN構造を作製した。AlN テ

ンプレート基板上に AlN層をホモエピタキシャル成長した後、AlGaN層を約 200 nm成長し、最

後に AlN を 35 nm 成長した。試料表面にはオーミック電極として Ti/Al/Ti/Au 電極を作製した。

AFM観察、X線回折測定、ホール効果測定等を用いて成長した薄膜の特性を評価した。 

【結果と考察】図 1 に示す AlN/Al0.67Ga0.33N/AlN 構造の表面 AFM 像からは明瞭なステップ構造

が観察でき、その表面平坦性を示す RMS値は 0.21 nmと小さな値が得られた。図 2には本試料の
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5 回折の XRD逆格子マッピング測定結果を示す。AlNと AlGaNの面内格子定数はほぼ一致し

ており、コヒーレントに成長していることが分かる。ホール効果測定により AlN/AlGaNヘテロ界

面の電気特性を測定したところ 2 次元電子ガスが形成されていることを確認した。以上の結果か

ら、PSD 法により成長したコヒーレント AlN/AlGaN/AlN ヘテロ構造はトランジスタ応用に有望

であることが分かった。尚、2 次元電子ガスの電気特性等は当日報告する。 
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Fig.2 Reciprocal space mapping of the PSD-grown 

AlN/Al0.67Ga0.33N/AlN heterostructure 

   

Fig.1  AFM surface image of the PSD-grown 

AlN/Al0.67Ga0.33N/AlN heterostructure 
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